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論文内容の要旨



















第 5 章はランダム注入とのキャリア濃度分布の比較論で， Si中の p 型及び n 型不純物である 8 ， Al ， Ga
(血族)と P ， As (V 族)イオンの注入飛程，キャリア濃度分布についてランダム注入と実験比較を
行っている。チャネリング注入では， 1) く 110>軸での注入飛程が B イオンで 2-...3 倍， P イオンで











第 8 章は結論であり，第 2 章から第 7 章で述べた研究成果を総括して本研究の結論を要約し，革新的
技術である乙とを示しているo
論文の審査結果の要旨



























雑音指数を従来のものの 1/4 ...._, 1/5 にする乙とに成功し，また急峻不純物分布を利用した可変容量
ダイオードの特性改良，縦形FETの試作などを行っている。
以上述べたように本論文は半導体素子作成技術上重要な新知見と指針を含み半導体工学に寄与する所
が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める D
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